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B. WAŻYŃSKA, M. B. ŚWIERCZYŃSKA, T. JASIEWICZ: Badania zmian morfologicz-
nych produktów rozkładu parawolframianu amonowego. 

Zbadano wpływ temperatury rozkładu na właściwości i nnorfologię tlenków otrzyma-
nycti z trzecłi rodzajów PWA (igłowych i płytkowycłi). Zaobserwowano, że produkty 
rozkładu PWA zacłiowują kształt wyjściowych! ziarn. Parametry kształtu ulegają zmia-
nom w funkcji temperatury. Wzrost temperatury prażenia wyraźnie zmniejsza powierz-
cłinię właściwą badanycłi proszków i powoduje istotne zmiany morfologii. 

P. KAMIŃSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Centra defektowe w warstwach epitaksjal-
nych Ga As Po,4 

Metodą niestacjonarnej pojemnościowej spektroskopii głębokicłi poziomów prze-
prowadzono badania centrów defektowycłi w warstwacłi epitaksjalnych) GaAso,6Po,4 
domieszkowanych tellurem. Zaobserwowano, że po procesie dyfuzji cynku w ob-
szarze typu n może występować kilkakrotny wzrost koncentracji centrów B, związa-
nych z dyslokacjami oraz silny spadek koncentracji centrów A, związanych z wakan-
sami galowymi. 

W. STRUPIŃSKI, W. BRZOZOWSKI: fp/faArsya GaP/GaP z fazy gazowej dla przyrządów 
emitujących światło żółto-zielone. Własności strukturalne i ełektrooptyczne 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania cienkich warstw 
GaP:N metodą epitaksji \/PE, CVD w układzie Ga-PHs-HCI-Hj. Określono zależności 
między parametrami procesu wzrostu a własnościami wytwarzanych warstw (w szcze-
gólności efekt PL i EL). W wyniku pokonania trudności wysokiego domieszkowania 
atomamiN - do 10^/cm^,wykonanostrukturyświecąceświatłemżółto-zielonym,żół-
tym oraz pomarańczowym (554 - 6" 2 nm). 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, J. TOMASZEWSKI, A. BRZOZOWSKI, J. SARNECKI: 
Ograniczenie zjawiska samodomieszkowania w epitaksji krzemu 

Przedstawiono metody ograniczenia samodomieszkowania poprzez prowadzenie wie-
loetapowego wzrostu. Podano przykłady procesów epitaksji. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, J. SKWARCZ, A. SZYMKIEWICZ: Krzemowe wars-
twy epitaksjalne o zmiennym profilu rezystywności 

Omówiono metodykę otrzymywania krzemowych warstw epitaksjalnych o zmiennym 
profilu rezystywności na przykładzie warstw dla warikapu i tranzystora mocy. 
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B. WAŻYŃSK A, M.B. ŚWIERCZYŃSK A, T. JASIEWICZ: On the morphology products of 
thermal decompositions of ammonium paratungstate 

Ifluence of the decomposition temperature on the properties and morphology of WO3 
were investigated. 
It was observed, that the products of decomposition preserved shape of APT. Influence 
of temperature on shape parameters was noticed. Increasing decomposition tempera-
ture reduced value of specific areas and changed morphology of oxides. 

P. KAMIŃSKI, 8. SURMA, S. STRZELECKA: Defect centers in GaAsa.e Po.* epitaxial lay-
ers 

DLTS capacitance spectroscopy technique has been used to detect defect centers in 
Te-doped GaAso.e Po,4 epitaxial layers. As shown in the paper after zinc diffusion the 
concentration of the dislocations associated B centers can rise in several times and the 
concentration of the gallium vacancies associated A centers can strongly decrease in 
n-type region. 

W. STRUPIŃSKI, W. BRZOZOWSKI: Vapour phase epitaxy for devices emitting the yel-
low-green light. The structural and electrooptical properties 

The authors report the results of the experiments of deposition thin layers - GaP:N by 
epitaxial method VPE, CVD in Ga-PHs-HCI-Hj system. The purpose of this work was to 
determine the influence of the proces's parameters on electrooptical properties of the 
product (particularly the effect PL and EL). After obtaining high doped epilayers by 
atoms N - untial 10^/cm®, the junction p-n emitting yellow-green, yellow, and orange 
light (554-612 nm) were produced. 

E.NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, J. TOMASZEWSKI, A. BRZOZOWSKI, J. SARNECKI: 
Limitation of autodoping effects in a silicon epitaxy 

The methods of limiting the autodoping by means of multi-steps epitaxial growth are 
descibed. The examples of the epitaxial posesses are given. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, J. SKWARCZ, A. SZYMKIEWICZ: Silicon epitaxial 
layers with profiled resistivity 

The method of obtaining silicon epitaxial layers with profiled resistivity is described. 
The examples of the layers for varicapsand power transistors fabrication are given. 
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5. BA>KMHbCKA, M. 5. lIBEPHUHbCKA, T. flCEBUH: Mop0o/ioeufinpoóyKmoe mep-
MwiecKoeo poanoKenu» napaeojib<ppaMamoe ommohuh 

McneAOBaHO BnnnHMe TeMneparypu pa3no>KeHiin wa CBOHcrsa m Mop(łx3nomio Tpex 
OKMcnoB Bonb4>paMa, nonyneHHbiy m3 Tpex napTvivi Hrnoo6pa3Hbix m nnacTMHoo6pe3-
Hbix r iBA. n0Ka3aH0, mto stm npoflyKTw coxpaHflioT cjjopwy 3epeH f lBA. napaMeipu 
c|}opMbi MCHnioTcn B saBMCMMocTM OT TeMnepaTypu. 
PocT TeMneparypu yweHbujaeT co6cTBeHHyK3 noBepxHocTb MccneflyeMbix okhc/iob 
M BnMner Ha mx Mop<|}onomK>. 

n . KAMMHbCKU, B. O^PMA, C. CTllEnEUKA:/7eę6e/c/T7«we ueHmpu e anumoKcua/ib-
Hb/X CJ10»X 

rio Merofly HecrauMOHapHoii ewKOCTHoii cneKipocKonmi Tny6oKMX ypoBHeii npoBe-
flCHW MccneflOBaHMH Ae4)eKTHbix uenipoa b 3nMTaKCManbHbix nneHKax GaAso,6Po,4ne-
rMpoBaHHbix TennypoM. 06Hapy>KeHO, mto nocne AM4>4>y3MM uMHKa b o6nacTt<i 
n - Tuna npoMcxoAMT yBenMHeHMe b HecKonbKO na3 KOHueHTpauMM cBnsaHHbiy camc-
noKauMHMM ueHTpoB B ki cMnbHoe yMeHbiueHMe KOHueHTpauMM ueHTpoB A, cBn3aHHbix 
c rannMBbiMM BaKaHCkinMti. 

B. CTPyriMHbCKM, B. B)K030BCKH: SnumoKcuH GaP/GaP U3 eaaoeou cfiasu dm 
npuóopoe jicenmo-aefieHoeo u3/iy<^eHUft. OnmosneKmpu^ecKue u cmpyKmypa/ibHhie 
ceoucmea 

B pa6oTe npeACTaBneHbi pe3ynbTaTbi Mcne/ioBaHHii nonyMeHun 3nMTaKCManbHbix 
cnoeB GaP:N c ncnonbSOBaHMeM weTOfloB \/PE CVD s cMCTewe Ga-PHa-HCI-Hj. 
Onpe/ieneHa sasMCMMocTb cbomctb nonbiMeHHbix cnoeB (b ^acTHOCTU 4)oto m sneKTpo-
nioMMHecueHmiM) o t TexHonorMMecKMX napaweTpoB npouecca. PesynbTaTOM Mcaie-
AOBaHMii 6bino oca>KfleHMe bwcoko nerMpoBaHHbix cnoes o KOHueHTpaunM a30Ta N ao 
10^/cM^, Ha K0T0pbix nocTpoeHO cTpyKTypbi sMHTupytotnne >KenTo-3eneHbifi,)KenTbiii 
M opaH>KeBbiM UBeT (/. = 554-612 HM) 

3. HOCCA>KEBCKA-OPnOBCKA, R. TOMA ilEBCKH, A. B>K030BCKM, E. CAPHEUKU: 
riodaeneHue »enenun aemoneeupoeoHU/i e anumoKcuu KpeMHUfi 

OnMcaHbi MeTOflbi noHkDKeHMfl aBTonerMpoBaHMfl nyTew MHorocTeneHHoro snMTa-
KcnanbHoro pocTa. flpuBeAeHbi npMwepbi 3nMTaKCManbHbix npoueccoB. 

3. HOCCA>KEBCKA-OPnOBCKA, E. CKBAPH. A. LiblMKEBMH: KpeMHueebie anuma-
KCuanbHue c/iou c usMennioiMUMca npo(fiufieM ydenbHoeo conpomuefieHu» 

ripeACTaBnen mstoa nonyHeHua KpeMHMeBbix 3nMTaKCManbHbix cnoes c usMensto-
iMMMcn npc^JMneM yAe/ibHoro conpoTMBneHun na npuMepe cnoes Ana sapuKanoB 
1/1 MOmHblX TpaH3klCTOpOB. 
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